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Dispositivos Semicondutores Transistor MOS-FET
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Figura 7.17: Distribuigdo de carga num capacitor MOS ideal com semicondutor tipo

P (canal n), na aproximagio de deplegio. A linha tracejada indica a carga criada pela
inversao quando V > V..



Circuitos integrados
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Ficure 20.22 (3)
Schematic diagram
showing the IC chip, its
attachment to the
substrate (or leadframe
plate), and the
connecting wires that
run to the leadframe
contact leads. (Adapted
from Elearomic
Materials Hamdbook,
Vol. 1, Fackaging, C.
AL Dostal, editor, ASM
International, 1989, p.
225.) (b) Photograph
showing a portion of a
leadirame package.
Included is the IC chip
along with its
connecting wires. One
end of each wire is
bonded to a chip pad;
the other wire
extremity is bonded to
a leadframe contact
lead. 74x. (Photograph
courtesy of Mational
Semiconductor
Corporation.)
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Conducao elétrica

Ceramicas ionicas

Gtotal — Ge + Gion

Mobilidade ibnica
n.eD.
/uion —
KT
Onde: D é o coeficiente de difusao e

n é avaléncia

Porém, mesmo em altas
temperaturas, as
ceramicas ionicas

permanecem isolantes

Polimeros,

Em geral sao maus
condutores elétricos

Polimeros condutores

Sao polimeros especiais que
apresentam condutividade proxima a
dos metais (~107 (Q.m)1).

Exemplos: poliacetileno, polipirol,
poliparfenileno e polianilina, com
dopagem de impurezas apropriadas.

Podem ser dos tipos p ou n.

Vantagens: baixa densidade,
flexibilidade e facilidade de
producao.
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at surface
Dielectric Constant : :
Dielectric Strength
Material 60 Hz 1 MH:z = t’(c“{‘/l;'”)t:'ng " 8 g 8 g g g Regin ot
Ceramics LE —a l g g g g g g gr‘:a'r‘;
Titanat ics — 15-10,000 50-300
N;ii:a ® e — 54-8.7 10002000 g g 8 g g g Net positive
Steatite (MgO-Si0,) — 5.5-7.5 741 L s | T e %‘f’:g;;q
Soda-lime glass 6.9 6.9 250 —— L
Porcelain 6.0 6.0 40400 4
Fused silica 4.0 38 250 @
Polymers
Phenol-formaldehyde 53 4.8 300400
Nylon 6,6 4.0 3.6 400
Polystyrene 26 2.6 500-700
Polyethylene 23 23 450-500
Polytetrafluoroethylene 21 21 400-500

? One mil = 0.001 in. These values of dielectric strength are average ones. the magni-
tude being dependent on specimen thickness and geometry. as well as the rate of
application and duration of the applied electric field.
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Piezoeletricidade

Materiais que apresentam
estruturas cristalinas
complicadas e com baixo grau

de simetria podem apresentar o | —
efeito da piezoeletricidade. kK +¢+ +¢+ +¢+
Estes materiais quando submetidos i z Z

aum campo elétrico mudam as
suas dimensodes ou entao z i ﬂ; g 2

quando deformados apresentam  ————— = [T - - - - -

um campo elétrico significativo. 1‘ T T
Exemplos: titanato de bario e de (@) (®)

chumbo, zirconato de chumbo e

guartzo.

Sao usados em sensores,
atuadores e geradores de
ultrassom.



Fisica dos Materiais — 4300502

Efeito Hall

Efeito Hall € o fendmeno onde um
campo magnético aplicado
perpendicularmente a direcéo de
movimento de uma particula
carregada exerce sobre a particula
uma forca perpendicular tanto ao
campo magneético como a diregcao do
movimento.
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Do equilibrio entre as forcas elétrica e
magnética sobre os portadores de

cargas, temos: qE — qVB

Como: -4 _ n|e|ved
At

IXBZ

temos: E
nle|cd

y:

E, a voltagem Hall:
— IXBZ

Vi =0 = n|e|d

Com os parametros intrinsicos
define-se o coeficiente Hall:

Y

el
E, a mobilidade dos portadores
de carga:

iRl



